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STUDIUL DIODEI SEMICONDUCTOARE
Scopul lucrarii

e ridicarea caracteristicii volt-amperice a diodei semiconductoare
e studiul redresarii monoalternanta folosind dioda semiconductoare

Consideratii teoretice

Dioda este un dispozitiv electronic semiconductor cu doua terminale (dipol) care permite trecerea unui
curent electric intr-un singur sens. Simbolul diodei semiconductoare este prezentat mai jos.

Anode Cathode

——

Daca potentialul anodului este mai mare decéat potentialul catodului (Va > Vc) dioda permite trecerea
curentului electric (stare de conductie). In caz contrar, ea permite trecerea unui curent foarte mic si este
considerata in stare de blocare. Acest curent se numeste curent invers de saturatie, Is, si este un curent
de purtatori minoritari. O caracteristica volt-amperica a diodei semiconductoare este prezentata in figura
de mai jos.
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Expresia analiticd a dependentei la = f(Ud) este data de relatia:
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unde e reprezinta sarcina electronului, ks este constanta Boltzmann, iar Uq este tensiunea de polarizare
directa. Pe portiunea liniara a caracteristicii volt-amperice definim panta de semnal mic:
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Materiale necesare

e computer
e programul Micro-cap 12
e programul Scidavis

Metodologia efectuarii lucrarii

a) Ridicarea caracteristicii volt-amperice a diodei semiconductoare

e se noteaza datele de catalog ale diodei, cu specificatia semnificatiei lor: tensiunea de
deschidere (tensiune de polarizare directd sau ,forward voltage”), curentul nominal direct
(,forward current”), curentul direct maxim admisibil, curentul invers de saturatie, tensiunea de
strapungere (,breakdown voltage”), tensiunea de polarizare inversa maxima admisibila, panta
de semnal mic, putere maxima suportata;

e se realizeaza montajul de mai jos Tn Micro-cap 12;
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e serealizeaza analiza DC a circuitului, variind tensiunea de intrare V1 intre 0 si 25 V cu un pas
de 0.1 V (daca este necesar se poate creste valoarea maxima a tensiunii de intrare);

e se reprezinta grafic dependenta I(D1) Tn functie de V(D1) si se exporta datele numerice care se
trec in tabelul de mai jos;

V1 V(D1) I(D1)
() V) (mA)

e se realizeaza graficul caracteristicii volt-amperice a diodei semiconductoare;

e explicati forma caracteristicii volt-amperice folosindu-va de notiunile de la curs/seminar;

e determinati valoarea tensiunii de deschidere si comparati-o cu valoarea data in catalog;

e determinati panta de semnal mic in punctul static de functionare caracterizat de valoarea
curentului nominal din catalog;

e reglati valoarea tensiunii de alimentare V1 la -25 V, realizati analiza “probe transient” si
determinati valoarea curentului invers de saturatie;

e notati observatiile facute si trageti concluzii.
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b) Studiul redresarii monoalternanta

e se realizeaza montajul de mai jos in Micro-cap 12;

e configurati sursa V1 ca o sursd de tensiune sinusoidald avand frecventa de 1 kHz si
amplitudinea de 5 V.

e realizati analiza in timp a circuitului (transient analysis: 20 ms, step 1 ys) reprezentand pe
grafice distincte tensiunea de alimentare V1, respectiv tensiunea de la bornele rezistorului R1
in functie de timp.

e explicati forma semnalului de iesire folosindu-va de notiunile de la curs/seminar.

e conectati un condensator in paralel cu rezistorul de sarcind R1 si repetati analiza in timp a
circuitului pentru C1 = 100 nF, 10uF si 220 pF;

e explicati forma semnalului de iesire folosindu-va de notiunile de la curs/seminar.
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